




Generation of Harmonic and Subharmonic Current considered 
for Approximative characteristic of Nonlinear elements. 
Y oshikastu FUKA Y A 



































f(Vo cos x) =Io cos nx ...④ 
ただし ωot=x 
Vo• Ioを単位の大きさとするとき，
In(v) =cos(n cos-1v) …ー⑤
ただし， -1三 v三1
⑤式の一般展開式は
In(v) = 2n-1f Vn一一旦-=-::-Vn-2 
九 11'22 
十n(n-3) un-4 1l(nーの(n← 5)叩 6ム 1 
21'24 31'25 ノ
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③ i乙， hCv)を (II)の④に示した.E.D素子の i-v




る.非線形素子の j-V特性が Iz(v) ，①の特性を示








































































単E・D ITl101， A.C 1KHz， Ro二 50.Q
叫 A.C 0.10V，バイアス 0.044V(2逓倍)
(B) 庁 0.20V，庁 O.044V(庁〕
(c) / 0.20V， / 0.450V( / ) 







E.D女す IS1761X2 A.CI00KH" Ro=10.Q 
(同 A.C0.280V バイアス 0.40V(4逓倍)









ず，複雑波形がみられる.その理由は， CII)の G，H 
のジャンフヮ領域が二つあるし p 谷点のそれも二つ存在す
るからである.第1図で考察した如く，入力波形E，E' 
と F，F'の不安定領域lこ加えて， 1， J領域に対応する
領域があるととは，図形仁から表示できない a 写真(司は
バイアスを第1図 ClIJ-Gf iこ与えた出力波形で， 4逓


































































































た.次l乙高調波出力の場合は (a)， (b) で、述べたよう
に， E・Dl乙直列抵抗 15(.Q)を接続して出力電圧を取
出した.定数は L= 0.566(μH)， R2 = R3 =25(Q)， 
















官i: !OO.n J Rl=R3:: IO.n 
L.: 2.告書pH..C :60，.F 
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